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※研究概要（Summary ）： 

 ICP-RIE を用いた Si 加工により、深さ 300nm 程度

の凹部を有するサブミクロン Line and Space を形成

する。 

 

※実験（Experimental）： 

 使用装置：Deep-RIE 装置（住友精密製） 

 エッチング設定条件 

 

※非ボッシュプロセスで加工 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 ICP-RIE による Si 加工の結果、下記のレートが得

られた。 

Si エッチングレート 580nm/min 

SiN エッチングレート 50nm/min 

 

上記の条件の下で、図に示すようなサブミクロンの

Line and Space の形状加工が達成されていることを

確認した。 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今後、テーパ形状を含めた加工条件出しを進める。 
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